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Beschreibung 



Die EiTindung betriff t eine Schaltungsanordnung zum 
AnschlieBen einer elcktronischen Baugruppe an eine 
Betriebsspannung mit einem in eine die Betriebsspan- 
nung fflhrende Zuleitung eingefUgten Schalttransistor, 
dessen Steuerelektrode Ober ein Verz6genmgsglied nut 
einer Hilfsspannung beaufschlagt ist. wodurch der 
Schalttransistor im Zuge einer Hochlaufphase durch ei- 
ne sich stetig verlndemde Steuerspannung durchsteu- 
erbar ist Eine derartige Schaltungsanordnung ist be- 
reits aus "IBM-Technical Disclosure Bulletin", Vol. 32, 
Nr. 5b, October 1989, Seite 407, bekannt 

Eine Schaltungsanordnung dieser Art, welche auch 
als Hochlaufeinrichtung bezeichnet wird, wird beispiels- 
weise benutzt, um Baugruppen in einen Baugruppentrft- 
ger einer elektrischen Einrichtung einstecken und damit 
an eine Betriebs Spannung anschlieBen zu kOnnen, ohne 
dafl bereits in Betrieb befmdliche Baugruppen durch 
Spannungseinbrtiche gest5rt werden. Die Schaltungsan- 
ordnung bewirkt dabei, daB durch ein gezieltes allmahli- 
ches Durchsteuern des Schalttransistor die einer gerade 
eingesteckten Baugruppe zugefQhrte Betriebsspannung 
stetig bis zu einem vorgegebenen Sollwert erh6ht wird. 

DarQber hinaus ist es aus DE40 26 398A1 und 
DE 32 43 467 C2 bekannt, die ilber einem Schalttransi- 
stor abfallende Spannung mittels eines Komparators zu 
aberwachen. Dabei ist bei der aus der zuletzt genannten 
Druckschrift bekannten Schaltungsanordnung zusatz- 
lich vorgesehen, bei Oberschreiten eines festgelegten 
Grenzwert es durch die Qber dem Schalttransistor abfal- 
lende Spannimg diesen Schalttransistor abzuschalten. 

^s ist nun Aufgabe der vorliegenden Erfmdung, einen 
Weg zu zeigen. wie eine Schaltungsanordnung der ge- 
nannten Art ausgebildet werden kann. um gleichzeitig 
eine Oberstromsicherung reaiisieren zu kOnnen. 

Gel6st wird diese Aufgabe durch die im Patentan- 
spruch 1 angegebenen schaltungstechnischen Merkma- 
le. Der Vorteil der Erfmdtmg besteht dabei darin, daB 
unter Ausnutzung des Schalttransistors mit einem ge- 
ringen zusfttzlichen schaltungstechnischen Aufwand ei- 
ne Oberstromsicherung realisierbar ist, welche erst 
nach der Hochlaufphase des Schalttransistors, d. h. bei 
durchgeschaltetem Schalttransistor . wirksam wird 

Im UberstromfaU wird dabei der Schalttransistor ge- 
sperrL Dieses Sperren bewn-kt wiederum, daB die nun- 
mehr Qber dem Schalttransistor anliegende Betriebs- 
spannung dem Komparator zugef tthrt ist und somit wei- 
terhin ein Oberstrom simuliert wird. so daB die Siche- 
rung durch einen Selbsthalteeffekt ausgeldst bleibt, 
auch wenn durch die Qber den Schalttransistor abge- 
schaltete Baugruppe kein Strom mehr flieBt 

ZweckmaBige Ausgestaltungen der Erfmdung erge- 
ben sich aus den PatentansprQchen 2 bis 5. 

Der Vorteil der Ausgestaltung gemftB Patentan- 
spruch 2 besteht dabei darin, daB zusatzUdi zu emer 
Oberstromsicherung das Auftreten einer Unterspm- 
nung Qberwacht und bei Auftreten einer solchen die 
Zufuhr der Betriebsspannung durch den Schalttransi- 
stor unterbunden wird. Damit wird verhindert, daB der 
jeweiligen Baugruppe eine imterhalb eines fOr den ord- 
nungsgemaBen Betrieb festgelegten minimalen Wertes 
liegende Betriebsspannung zugef Qhrt wird. 

Die Ausgestaltung nach Patentanspruch 3 bnngt den 
VorteU eines geringen schaltungstechnischen Aufwan- 
des fQr die Realisierung des logischen VerknQpfungs- 
gUedes mit sich- 

Der Vorteil der Ausgestaltung gemSB Patentan- 



* 

spnich 4 besteht darin, dafl die der Sicherung dienenden 
Schaltungselemente mit von der zu Qbcrwachenden Be- 
triebsspannung unabhangigen Hilfsspannungen betne- 
ben werden, so dafl vermieden wird, daB diese Schal- 
5 tungselemcnte bei Ansprechen der Sicherung. d. h. bei 
Sperren der Betriebsspannung. abgeschaltet werden 
Ein weiterer VorteH besteht darin, daB gleichzeitig em 
Absinken der Hilfsspannungen unter einen vorgegebe- 
nen minimalen Wert Qberwacht und bei emem solchen 
10 Absinken die Sicherung aktiviert wird 

Durch die Ausgestaltung gemftB Patentanspruch 5 ist 
vorgesehen, daB eine einmal aktivierte Sicherung ledig- 
lich auf eine Unterbrechung wenigstens der ersten 
Hilfsspannung beispielsweise durch 2:iehen und an- 
15 schlieBendes erneut es Stecken der jeweUigen Baugrup- 
pe hin wieder aufhebbar ist Damit ist sichergestellt, daB 
die Sicherung stets erst nach einem Hochlauf des Schalt- 
transistors wirksam ist. 

Im folgenden wird die vorliegende Erfindung anhand 
20 von Zeichnungen beispielsweise naher erlftuterL 

Rg. 1 zeigt in einem Blockschaltbild ausschnittweise 
eine Baugruppe, bei welcher die Erfmdung angewandt 
ist. 

Fig. 2 zeigt einen mdglichen Aufbau eines in Fig. 1 
25 schematischdargestellten Komparators, . . 
Fig. 3 zeigt einen mdglichen Aufbau eines m Fig. 1 
schematisch dargestellten logischen VerknQpfungsgUe- 

des und ^ , - « , 

Fig- 4 zeigt einen m5glichen Aufbau ernes m Fig. i 
30 schematisch dargestellten Speicherelementes. 

In der Zeichnung ist eine Baugruppe B ausschmttwei- 
se dargesteUt. welche beispielsweise BestandteU einer 
elektrischen Einrichtung, Z.B. einer DatenQbertra- 
gungseinrichtung, imd mit weiteren Baugruppen in ei- 
35 nen Baugruppenrahmen aufnehmbar sein m6ge. Dieser 
Baugruppe m6ge erne Betriebsspannung von +5V zu- 
gefOhrt sein. In die Zuleitui^ fflr diese Betriebsspan- 
nung ist ein Schalttransistor T beispielsweise in Form 
eines Feldeffekt-Transistors mit seinen Dram- und 
40 Source-AnschlQssen D und S eingefQgt Die Verwen- 
dung ernes solchen Feldeffekt-Transistors bnngt den 
Vorteil mit sich, daB an diesem im durchgeschaltetcn 
Zustand em relativ geringer Spannungsabf all auf tritt. 
Die Steuerelektrode GATE dieses Schalttransistors T 
45 ist an ein Verz6gerungsglied in Form eines R-C-Gli©des 
angeschlossen. Dieses aus einem Widerstand Rt und ei- 
nem dazu in Reihe geschalteten Kondensator Ct beste- 
hende VerzOgerungsglied ist dabei zwischen eine Hilfs- 
spannung + 12V und Masse geschaltet. Beim Einstecken 
50 der Baugruppe B in den Baugruppenrahmen und damit 
bei ZufOhrung der Betriebsspannung und der Hilfsspan- 
nung wird dabei mit Hilfe des Verz6gerungsgliedes er- 
reicht. daB durch ein gezieltes alhnahliches Durchsteu- 
ern des Schalttransistors T die der gerade eingesteckten 
55 Baugruppe B zugefQhrte Betriebsspannung stetig bis zu 
einem vorgegebenen Sollwert, hier +5V. erMht wird. 
Damit werden SpannungseinbrOche an bereits in Be- 
trieb befindlichen Baugruppen vermieden. Die Zeit- 
spanne bis zum vollstandigen Durchsteuern des Schalt- 
60 transistors und danut bis zum Erreichen eines dafQr er- 
forderHchen Spannungs-SchweUwertes an dessen Steu- 
erelektrode GATE im folgenden als Hochlaufphase des 
Schalttransistors bezeichnet ^ 

DarQber hhxaus ist fQr die Realisierung emer elektro- 
65 niscfaen Oberstromsicherung ein Komparator K vorge- 
sehen. welchem die Qber dem Schalttransistor T abfal- 
lende Spannung eingangsseitig zugefQhn ist und an des- 
sen Ausgang bei Auftreten einer oberhalb ernes festge- 
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legten Grenzwertes liegenden Spannung ein festgeleg- 
ter logischer Pegel. beispielsweise der logische Pegel 
"r, anliegt Dieser logische Pegel tritt dabei auf, wenn 
der Schalttransistor T gesperrt ist, der Schaittransistor 
sich in der Hochlaufphase befindet oder ein Uberstrom 
durch diesen Schalttransistor flieBt. Anderenfalls. d. h. 
im Normalbetrieb, tritt am Ausgang des Komparators 
der logische Pegel **0" auf. , . 

An die Steuerelektrode des Schalttransistors T ist em 
Speicherelement KST beispielsweise in Form einer 
Kippstuf e angeschlossen, durch welche in der Hochlauf- 
phase des Schalttransistors ein festgelegter erster logi- 
scher Pegel, beispielsweise der logische Pegel "0". nach 
der Hochlaufphase des Schalttransistors dagegen ein 
davon abweichender zweiter logischer Pegel. bei dem 
angenommenen Beispiel der logische Pegel "1*', bereit- 
gestellt ist. Der Wechsel von dem ersten logischen Pegel 
("0") 2u dem zweiten logischen Pegel ("1") erfolgt mit 
dem erstmaiigen Auftreten des genannten Spannungs- 
Schwellwertes an der Steuerelektrode GATE des 
Schalttransistors T nach dem Einstecken der Baugruppe 
in den Baugruppenrahmen. Durch den zweiten logi- 
schen Pegel ist dabei gleichzeitig der Oberwachungsbe- 
trieb far die elektronische Sicherung angezeigt. 

Der Komparator IC und das Speicherelement KST 
sind jeweils mit ihrem Ausgang an einen gesonderten 
Eingang eines UND-Gliedes G mit einem invertieren- 
den, mit der Steuerelektrode des SchaJttransistors T 
verbundenen Ausgang angeschlossen. Wird dem UND- 
Glied an beiden Eingingen ein logischer Pegel "1" zuge- 
fahrt, d. h. bei Auftreten ernes Oberstromes im Oberwa- 
chungsbetrieb der elektronischen Sicherung, so tritt am 
Ausgang dieses UND-Gliedes der logische Pegel "0" auf. 
Durch diesen wird die Steuerelektrode des Schalttransi- 
stors T so gesteuert, daS dieser Schaittransistor in sei- 
nen Sperrzustand flbergeht, d h. daB die ZufUhrung der 
Betriebsspannung fQr die in der Zeichnung dargestellte 
Baugruppe B unterbrochen wird. Dieses Sperren be- 
wirkt, daB Uber den Schaittransistor die voUe Betriebs- 
spannung abfaUt, durch welche far den Komparator K 
weiterhin ein Oberstrom simuliert wird. Es tritt also fiir 
die elektronische Sicherung ein Selbsthaiteeffekt ein, so 
daB diese ausgeldst bleibt, auch wenn die Spannungszu- 
fuhr fOr die Baugruppe durch den gesperrten Schalt- 
transistor unterbrochen ist. 

Bei dem vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel sind der 
Komparator K, das Speicherelement KST sowie das 
logische Verkntipfungsgiied G mit Hilfsspannungen 
-h 12V und - 12V betrieben, so daB diese Schaltungsele- 
mente unabhangig von der Qberwachten Betriebsspan- 
nung -h5V realisiert sind Damit wird vermieden, daB 
sich die elektronische Sicherimg selbst abschaltet oder 
daB diese ungesichert mit der Betriebsspannung betrie- 
ben ist 

Im folgenden wird auf den bei dem vorliegenden Aus- 
fOhrungsbeispiel gewahlten Aufbau der zu der elektro- 
nischen Sicherung gehdrenden Schaltungselemente na- 
her eingegangen. Dabei werden jedoch diese Schal- 
timgselemente lediglich in einem fiir das Verstandnis 
der vorliegenden Erfindung erforderlichen Umfang be- 
schrieben. 

Ein mdglicher Aufbau des Komparators K ist in Fig. 2 
dargestellt Danach weist dieser einen operationsver- 
stirker OPl auf, der mit den Hilfsspannungen -I- 12V 
und - 12V betrieben ist Ein mit bezeichneter Ein- 
gang dieses Operationsverstarkers ist Ober einen Wi- 
derstand Rl an einen Spannungsteiler R2, R3 ange- 
schlossen, der zwischen den Drain-AnschluB D des 
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Schalttransistors T und Massepotential geschaltet ist 
Ein mit bezeichneter Eingang des Operationsver- 
starkers OPl ist dagegen Qber einen .Widerstand R4 mit 
dem Source-AnschluB des Schalttransistors T verbun- 
5 den. Zwischen dem "-Eingang und dem "-Eingang 
ist darOber hinaus ein Kondensator CI geschaltet, Ober 
welchen die Ansprechverzdgerung des Komparators 
und damit der elektronischen Sicherung beeinfluBbar 
ist 

10 AuBerdem ist mit dem "H- "-Eingang des Operations- 
verstarkers OPl iiber eine Diode Dl ein weiterer, aus 
einem Widerstand R5 und einer Zenerdiode Z bestehen- 
der Spannungsteiler verbunden, der zwischen der Hilfs- 
spannung -hl2V und Massepotential geschaltet ist 

15 Durch diesen Spannungsteiler wird erreicht, daB bei ei- 
ner Betriebsspannung, die unterhalb eines festgelegten 
Grenzwertes liegt, die dem Komparator K zugefUhrte 
MeBspannung kQnstlich erhOht wird Dadurch liefert 
dieser an seinem Ausgang den logischen Pegel "1", wel- 

20 Cher wiederum im Oberwachungsbetrieb ein Sperren 
des Schalttransistors T und damit ein Ansprechen der 
elektronischen Sicherung bewirkt 

In Fig 3 ist ein mdglicher Aufbau des logischen Ver- 
knQpfungsgliedes G dargestellt Danach smd dessen 

25 Eingange durch die Kathoden zweier Dioden D2 und 
D3 gebildet, die anodenseitig gemeinsam Ober einen Wi- 
derstand R6 an die Hilfsspannung -h 12V angeschlossen 
sind Ober erne beziiglich der Hilfsspannung -*-12V in 
DurchlaBrichtung betriebene Diode D4 und einen aus 

30 Widerstanden R7 und R8 bestehenden Spannungsteiler 
ist ein Transistor TR uber den zugeh6rigen Basisan- 
schluB angesteuert " 

Dieser Transistor ist einerseits emitterseitig an Mas- 
sepotential und andererseits mit seinem Kollektoran- 

35 schluB an die Steuerelektrode GATE des Schalttransi- 
stors T angeschlossen. DarQber hinaus ist mit der Ka- 
thode der Diode D4 uber eine Diode D5 ein weiterer, 
aus Widerstanden R9 und RIO gebildet er Spannungs- 
teiler verbunden. Dieser Spannungsteiler ist so dimen- 

40 sioniert, dafi bei einem Anstieg der Hilfsspannung 
- 12V auf einen festgelegten Wert der Transistor TR 
durchgesteuert und somit der Schalttransistor T ge- 
sperrt wird. Dies wiederum bewirkt, daB die elektroni- 
sche Sicherimg bei einem Ausfall der Hilfsspannung 

45 — 12V aktiviert wird 

In Fag, 4 ist ein moglicher Aufbau des Speicherele- 
mentes KST dargestellt Dieses Speicherelement weist 
einen Operationsverstarker OP2 auf, welcher mit einem 
"-Eingang Uber einen Widerstand Rll an die Hilfs- 

50 spannung -t-12V angeschlossen ist Ein "—"-Eingang 
dieses Operationsverstarkers ist Qber einen Widerstand 
R12 mit einem aus Widerstanden R13 und R14 gebilde- 
ten Spsmnungs teller verbimden, welcher zwischen die 
Hilfsspannung + 12V und Massepotential geschaltet ist 

55 Ein aus einem Widerstand R15 und einer dazu in Reihe 
geschalteten, anodenseitig mit diesem verbundenen Di- 
ode D6 bestehender Riickkoppelzweig ist an den ge- 
nannten "-h "-Eingang geftihrt An letzteren ist zusatz- 
lich einerseits ein einseitig an Massepotential gelegter 

60 Kondensator C2 und andererseits eine mit der Steuer- 
elektrode GATE des Schalttransistors T verbundene 
Diode D7 angeschlossen. 

Die Qber die Diode D7 gelieferte Spannung wird 
durch den Operationsverstarker OP2 mit der an dem 

65 Spannungsteiler R13 und R14 anliegenden Spannung 
verglichen- Dieser Spannungsteiler ist dabei so dimen- 
sioniert daB das Speicherelement KST bei Auftreten 
des oben genannten Spannungs-Schwellwertes an der 
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Steuerelektrode GATE des Schalttransistors T in einen 
den Oberwachungsbetrieb fOr die elektronische Siche- 
rung anzeigenden Speicherzustand flberfiihrt wird. Die 
Diode D7 verhindert dabei RQckwirkungen des Spei- 
cherzustandes auf die Steuerelektrode GATE. In diesem 5 
Speicherzustand, welcher lediglich durch Abschalten 
der Hilfsspannungen + 12V und — 12V bzw, durch Zie- 
hen der in Fig. 1 dargesteliten Baugruppe rilcksetzbar 
ist, liegt, wie bereits oben erw&hnt, am Ausgang des 
Speicherelementes, d h. am Ausgang des Operations- 10 
verstfirkers OP2, der logische Pegel T an. Dabei erfolgt 
ein solches Rflcksetzen, indem der Kondensator C2 Qber 
den Widersiand Rl 1 unter den durch den Spannungstei- 
ler R13 und R14 festgelegten Schweliwert entladen 
wird. 15 

AbschlieBend sei noch darauf hingewiesen, daO vor- 
stehend lediglich als Beispiei ein m6glicher Aufbau fOr 
die zu der elektronischen Sicherung geh6renden Schal- 
tungselemente beschrieben wurde. Die von diesen zu 
erfQlIenden Funktionen k6nnen jedoch auch mit einem 20 
anderweitigen schaltungstechnische Aufbau realisiert 
werden. 

PatentansprUche 

25 

1. Schaltungsanordnung zum AnschlieBen einer 
elektronischen Baugruppe an eine Betriebsspan- 
nung (-I-5V) mit einem in eine die Betriebsspan- 
nung fahrende Zuleitung (VCC) eingefagten 
Schalttransistor (T), dessen Steuerelektrode Ober 30 
ein Verz6gerungsglied (Rt, Ct) mit einer ersten 
Hilfsspannung (+12V) beaufschlagt ist, wodurch 
der Schalttransistor im Zuge einer Hochlaufphase 
durch eine sich stetig verSndemde Steuerspannung 
durchsteuerbar ist, dadurch gekennzeichnety 35 
daB die Qber dem Schalttransistor (T) abfallende 
Spannung einem Komparator (K) zugefOhrt ist, an 
dessen Ausgang bei Auftreten einer oberhalb eines 
festgelegten Grenzwert es liegenden Spannung ein 
festgelegter logischer Pegel auftritt, dafi mit der 40 
Steuerelektrode (GATE) des Schalttransistors (T) 
ein Setzeingang eines Speicherelementes (KSI) 
verbunden ist, welches nadi Mafigabe der an dieser 
Steuerelektrode auftretenden Spannung einen die 
Hochlaufphase des Schalttransistors anzeigenden 45 
ersten Speicherzustand bzw. einen zweiten Spei- 
cherzustand nach der Hochlaufphase des Schalt- 
transistors annimmt, 

daB der Komparator und das Speicherelement aus- 
gangsseitig jeweils mit einem gesonderten Eingang 50 
eines logischen VerknQpfungsgliedes (G) verbun- 
den sind, welches lediglich bei Vorliegen des zwei- 
ten Speicherzustandes des Speicherelement es in 
den Durchschaltezustand gesteuert ist, 
und daB im Durchschaltezustand des VerknQp- 55 
fungselementes bei bei Auftreten des festgelegten 
logischen Pegels am Ausgang des {Comparators der 
Steuerelektrode des Schalttransistors eine soiche 
Spannung durch das VerknQpfungsglied zugeftthrt 
ist, daB der Schalttransistor in seinen Sperrzustand go 
aberfOhrt ist 

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB von der ersten Hilfsspannung 
( + 12V) eine Steuerspannung abgeleitet ist, welche 
dem Komparator (K) derart zugfflhrt ist, daB bei es 
einem Abfall der Betriebsspannung unter einen 
festgelegten Grenzwert am Ausgang des Kompa- 
rators der festgelegte logische Pegel auftritt. 
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3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet* 

daB als Betriebsspannung eine positive Spannung 
(-h5V) zugeftthrt ist, 

daB als Schalttransistor (T) ein Feldeffekt-Transi- 

stor vom n-Kanaltyp benutzt ist, 

daB das logische VerknQpfungsglied (G) als Endstu- 

fe einen Transistor mit einem offenen Kollektor 

aufweist. 

daB der offene Kollektor mit der Steuerelektrode 
des Schalttransistors (T) verbunden ist 
und daB im Durchschaltezustand des VerknQp- 
fungseiementes bei Auftreten des festgelegten logi- 
schen Pegels am Ausgang des Komparators (K) der 
Transistor des VerknQpfungsgliedes derart Qber ei- 
ne zugehdrige Steuerelektrode angesteuert ist, daB 
der Steuerelektrode des Schalttransistors Qber den 
o^enen Kollektor Massepotential zugefQhrt ist 

4. Schaltungsanordnung nach einem der AnsprQche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 

daB dem Komparator (K) sowie dem Speicherele- 
ment (KST) als Betriebsspannungen die erste sowie 
eine zweite, von der Betriebsspannung abweichen- 
de Hilfsspannung ( -h 12V, — 12V) zugefQhrt sind 
und daB zwischen die Hilfsspannungen ein Span- 
nungsteiler (R13, R14) geschaltet ist, welcher derart 
dimensioniert und mit der Steuerelektrode des 
Transistors der logischen VerknQpfungsgliedes (G) 
verbunden ist, daB bei Ausfall der zweiten Hilfs- 
spannung unabhtagig von den dem logischen Ver- 
knQpfungsglied zugefQhrten Eingangssignalen der 
Schalttransistor (T) Qber seine Steuerelektrode 
(GATE) in den Sperrzustand gesteuert ist 

5. Schaltungsanordnung nach einem der AnsprQche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 

daB das Speicherelement (KST) als Kippstufe aus- 
gebildet ist, welcfae Qber einen zugehOrigen Setz- 
eingang in den zweiten Speicherztistand steuerbar 
ist, 

und daB das Speicherelement lediglich auf ein Un- 
terbrechen 2nmiindest der ersten Hilfsspannung in 
den ersten Speicherzustand rQcksetzbar ist 
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Abstract (Basic) : DE 4333156 A 

An electronic module (B) e.g. data processing unit, is to be 
coupled to a supply voltage of +5V and for this purpose has a switching 
transistor (T) , e.g. FET . The control gate (GATE) is coupled via an RC 
delay stage to an auxiliary supply (+12V) that avoids an interruption 
if a voltage break occurs. A comparator (K) is used to provide 
protection against overload. This operates together with a memory 
element (KST) having outputs logically combined (G) to control the 
gating stage. 

USE/ADVANTAGE - For data transmission device. Provides supply 
voltage protection and protects against overload. 
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